Ge-Flichen-Transistor PNP

ASY 26

Ausfiihrung Metallgeh&use TO 5
elektrisch isoliert

Anwendung Kommerzieller Transistor
fiir mittelschnelle Schalter

Grenzwerte bei T{y=25°C

0,487

6,6 -12,7j

max min

TO 5 (09g)

Kollektor-Basis-Spannung -UcBo |30 v
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucex |25 v
Emitter-Basis-Spannung -Urpo |20 v
Kollektorstrom -Ic 200 mA
Kollektor-Spitzenstrom Iom 300 mA
Gesamtverlustleistung Piot 150 mW
bei Ty=45°C 100
Sperrschichttemperatur T 3 85 °C
Umgebungstemperatur Ty -65...85 °C
Wérmewiderstand , °C/W
Sperrschicht/Luft RthU <400
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ASY 26

Ge-Flichen-Transistor PNP

Allgemeine Kennwerte bei T;=25°C

Kollektor-Basis- -Icgo =40 LA U(BR)CBO >30 \
Durchbruchspannung *
bei Tyy=60°C
Emitter-Basis- -IEBO’—‘ 100 A —U(BR)EBO >20 \2
Durchbruchspannung
bei Ty =60°C
Kollektor-Emitter- -IcEO =5 mA -UBR)CEO| >15 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- -Ic=10 mA -Ucggat | <0.,2 A%
Restspannung -Ig=0,33 mA

-Ic=50 mA <0,25

-IB =2 mA
Basis-Emitter- -Ic=10 mA -UBEgat | 0.3(0,2...0,37) v
Restspannung -Ig=0,4 mA

-Ic=50 mA <0,55

-Ig=2,4 mA
Emitterleerlauf- -Ucg=25V UrBf1 <0,2 \'
spannung
bei Tyy=60°C
Basis-Emitter- Ip =100 mA -Upg <0,65 v
Spannung Ucp=0vV
Kollektor-Sperrstrom -Ucp=5V -IcBO <3 uA
bei Ty;=60°C -Ucg=25V -Icrx <35

Ugg=0,2V
Emitter-Sperrstrom -UgBo=5V -IgBO <3 HA
Basisstrom -Ucg=20V ig <35 KA
bei Ty=60°C Uggp=5V
Beriihrungsspannung 'Upt >25 v
statische Strom- Ip=10 mA ho & >30
verstdrkung —
Ucpo=0V Ig=20 mA 55(30...80)

Ig =100 mA >20

Ig =200 mA <15
Kollektor-Sperrschicht- Ip =0 Cpre <16 pF
Kapazitét -UCB =5V
0L70
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Ge-Fldchen-Transistor PNP ASY 26

Allgemeine Kennwerte bei T{;=25°C (Fortsetzung)

Emitter-Diffusions- . -Ugp=5V Cyr e <13 pF

Kapazitét * Ic=0

Transitfrequenz ~Ucg=5V fp >4 MHz
-Ig=3 mA

Einschaltzeitkonstante -Ucg=0,7V |T <2,2 us

(Stromsteuerung) -I¢=50 mA

Einschaltzeitkonstante -Ucg=0,75V |T <0,2 us

(Spannungssteuerung) -Ic=1mA

Ubersteuerungszeit- Ic=0 Ts <1,4 us

konstante -Ig=1mA

Verzdgerungszeit tg <90 ns

Anstiegszeit tp <490 ns

Speicherzeit %) tg™* <1350 ns

Abfallzeit *%) te¥w <730 ns

*tg steigt bei T{;=60°C linear auf den 1,5-fachen Wert an.
** tf steigt bei T{;=60°C linear auf den 1,25-fachen Wert an.

Mess-Schaltung fiir Schaltzeiten

—,——_-— —_——-= El_—n;_nf_
=25V & 90'/-_ ’:_ ﬂugn—nglg
‘f— - — tr <Sns

a _A_us;ungs—
spannung

—t

Ausgangsspannung gemessen mit
Oszillograt Cj =< BpF, Rj = 10MS
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ASY 26

Ge-Flidchen-Transistor PNP

Ptot (HIW]
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0L71

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Piot =H(Ty) *°

\{thu
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Kollektorstrom
IC=f(IB)
Ugp=0 /
4
7
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Eingangskennlinie
Ugg ={(IB)
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0 1 2 5 -lglma)
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Ge-Flichen-Transistor PNP

ASY 27

Ausfiihrung Metallgehduse TO 5
elektrisch isoliert

Anwendung Kommertzieller Transistor
fiir mittelschnelle Schalter

Grenzwerte bei Ty=25°C

TO 5 (09g)

0,687

1

6,6
max

=lj
12,7

min

Kollektor-Basis-Spannung -UcBo | 25 v
Kollektor-Emitter-Spannung -UceEx | 20 v
Emitter-Basis-Spannung -Ugpo | 20 v
Kollektorstrom -Ic 200 mA
Kollektor-Spitzenstrom -IeMm 300 mA
Gesamtverlustleistung Piot 150 mW
bei Ty=45°C 100
Sperrschichttemperatur Tj 85 °C
Umgebungstemperatur Ty -65...85 °C
Wirmewiderstand . °C/W
Sperrschicht/Luft Ry <400

01171
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ASY 27

Ge-Fliachen-Transistor PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C

Kollektor-Basis- -IcBO =40 LA 'U(BR)CBO >25 v
Durchbruchspannung
bei T;=60°C
Emitter-Basis- -IEBO = 100 uA -UBR)EBO! >20 v
Durchbruchspannung
bei T{;=60°C
Kollektor-Emitter- -IcRO=5 mA -UBR)CEO| >15 v
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- -Ic=10 mA -UcEgat |<0.2 v
Restspannung -Ig=0,2 mA

-Ic=50 mA <0,25

-Ig =125 mA
Basis-Emitter- -Ic=10 mA -Ugggat |0,25(0,15...0,32) | V
Restspannung -Ig=0,25 mA

-Ic=50 mA <0,45

-Ig=155 mA
Emitterleerlauf- -Ucg=20V UgBfa <0,2 v
spannung
bei Tyy=60°C
Basis-Emitter- Ig =100 mA -Upg <0,55 v
Spannung Ucp=0V
Kollektor-Sperrstrom  -Ucpo=5V -IcBO <3 KA
bei TU=60°C -UCE=20 A% -ICEX <35

Ugg=0,2V
Emitter-Sperrstrom -UEBO=5V -IEBO <3 KA
Basisstrom ~-Ucg=20V i <35 KA
bei T{y=60°C Uggp=5V
Beriihrungsspannung -Upt >20 A%
statische Strom- Ig=10 mA ho2 1B >50
verstirkung

= 00 (50...150

UcBo=1V Ig=20 mA 100 (5 )

Ig =100 mA >30

Ip =200 mA >20
Kollektor-Sperrschicht- -Ucg=5V Chse <16 pF
Kapazitidt
Emitter-Diffusions- -UgB=5V Ch.e <13 pF
Kapazit4t Ic=0

0L71
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Ge-Fldchen-Transistor PNP

ASY 27

Allgemeine Kennwerte bei T{y=25°C (Fortsetzung)

Transitfrequenz ~Ucg=5V fp >6 MHz
*  -Ig=3mA

Einschaltzeitkonstante 'UCE =0,75V |T <2,2 us

(Stromsteuerung) -Ic=50 mA

Einschaltzeitkonstante -Ucg=0,75V |T <0,2 us

(Spannungssteuerung) -Ig=1mA

Ubersteuerungs- Ic=0 Ts [<1,4 us

Zeitkonstante -Ig=1mA

Verzdgerungszeit tg <75 ns

Anstiegszeit ty <350 ns

Speicherzeit » tg* <1550 ns

Abfallzeit » te* ¥ 1 <620 ns

*) tg steigt bis Tyy=60°C linear auf den 1,5- fachen Wert an.
*%) tf steigt bis T{y=60°C linear auf den 1,25-fachen Wert an.

Mess-Schaltung fiir Schaltzeiten

0L71

Oszi.
Lj=<8pF
Ri= 10MQ2
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ASY 27 Ge-Flichen-Transistor PNP
Zulissige
Gesamtverlustleistung Kollektorstrom
Ptot=H(T) Ic=£(IR)
Piot(mW) =IgimA)
Ugp=0
150 150 Z
//
100 \\ 100
\ Rthy
50 \\ 50
0 \ 0
0 20 40 60 80 1(°C) 0 2 4 -Ig(mA)
Ausgangskennlinien Eingangskennlinie
Ic=1(Ucg) Upg =f(I)
-Ig(ma) 1= 35mA “Uge(V) Ucg=0
//3
A
150 15
5 /,2
v 15
L
100 {1 g 1
L]
_
/—[9=D,5mA /Jr/"—
50 05 7
L /
L1 )
0 0
0 5 10 “Ugglvl) 0 2 4 -Ig(mA)
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Ge-Fldchen-Transistor PNP ASY 81

Ausfithrung Metallgehiuse TO 5 (DIN 5 A 3) 0,687

galvanisch mit der Basis verbunden. _—
e -

Anwendung Als kommnerzieller Transistor

fiir Verstirker und Schalter 66 12,7

TO 5 (09g)

Grenzwerte bei Ty;=25°C

Kollektor-Basis-Spannung -UcBo 60 v
Kollektor-Emitter-Spannung -UcER 35 A%
-Ucex |60

Emitter-Basis-Spannung -UEBoO 25 \%
Kollektor-Strom %) 500 mA
Gesamtverlustleistung Piot 150 mW
bei Ty = 450C
Sperrschichttemperatur Tj 85 ocC
Umgebungstemperatur Ty -65...100 |°C
Wiarmewiderstand oc/w
Sperrschicht/Luft RthU <270

01.71
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ASY 81

Ge-Fliachen-Transistor PNP

Allgemeine Kennwerte bei Ty;=25°C

Kollektor-Sperrstrom  -Ucpo=60V |-IcBO 5 (<15) uA
Emitter-Sperrstrom -Ugpo=25V |-IEBO 4 (<15) uA
Kollektor-Emitter- Rpg =10 KQ -UBR)CER 50 (>35) A%
Durchbruchspannung -Ic=600 uA

+Ugg=0,5V 'U(BR)CEX 85 (>60)

-Ig=30 A
Kollektor-Emitter- SIp=1pA -Upt >60 A%
Berithrungsspannung Rge=1 MQ
statische Strom- -Ic=100 mA ho1w 60 (30...100)
verstiarkung -Ucg=1V
Kollektor-Emitter- -Ic =100 mA -UCEsat 0,15 (<0,25) v
Sittigungsspannung -Ig=6,7 mA
Basis-Emitter- -Ic=100 mA -Ugpgat |04 (<0,5) v
Sédttigungsspannung -Ig=6,7T mA
dynamische Strom- SIg=1mA hoe 55 (20...100)
verstiarkung -Ucg =6V

f=1kHz
dynamischer Ein- -Ic=1mA hije 1,6 kQ
gangswiderstand -Ucg=6YV

f=1kHz
dynamische Span- -Iic=1mA hige 0,45 .1074
nungsriickwirkung -Ucgp=6V

f=1kHz
dynamischer Aus- -Ig=1mA hooe 32 uS
gangsleitwert -Ucg=6V

f=1 kHz
Basiswiderstand -Ic=1 mA Thh: 50 Q

-Ucg=6V
Ausgangskapazitit Ig=0 Caop 25 pF
in Basisschaltung -Ucg=6V
Grenzfrequenz in -Ic=1mA fﬂ b 2 MHz
Basisschaltung -Upcg=6V
Rauschfaktor bei -Ic=0,5 mA F <15 dB
f=1kHz -Ucg=6V
Af=100 Hz Rg=1750 Q
01. 71
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Ge-Flidchen-Transistor

ASY 81

Pioy(mW)

150

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Pt =H(T)
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50
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g
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10

\

20 40 60 80 T(°C)

Statische Stromverstirkung
Statischer Eingangs -

Widerstand
hp1 g7 hy g=H(Ty)
Ugg=1V
-Igp=100mA
Lh21E
//-m E

-80 -40 0 40 80 Tyi°C)

01,71

Statische Stromverstirkung
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ASY 81 Ge-Fliachen-Transistor

Kollektorstrom Kollektorstrom
Io =1(1g) Ic=1(Ig)
-IgimA) Ugp=-bv ~I¢imA) Ugg=-1V
6 120
/ /
5 / 100 /
/// //
4 / 80
4 4
3 // §0 /
A
2 40
1 / 20 r/
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Ge-Fliachen-Transistor ASY 81

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
Ic=f(Ucgk Ic=#(Ucg)
-Ig(mA) l [ -Ig(mA)
~1g=100pA
§ 80 /60 60 -Ig=10mA
08
5 50 O |
/ / /
4 ,/ b 40 / 06—
/ | [/
/ /
P / 0.4
4 /
2 T— 20
e I 1
]/ =] 10 / -
/
[ —10
0 10 20 30 =Ued¥) 0 01 0.2 03 =Ugetv)
Eingangskennlinien - Eingangskennlinien
Ugg = f(Ip) Upg = f(Ip)
~Ugg(V) Ugp=-6V ~Ugelv) Ugg=-1 é
0,20 0,4
|
L1 —
015 o 03
] A
P
010 0,2
4
0,05 0 /
0 20 40 60 ~IglpA) 0 0,5 10 15 -ip(mA)

01,71

133



